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NSR-S636Eは、従来機から搭載している高機能アライメントステーション「inline Alignment Station（iAS）」をさらに改良。高いスループットを
維持しつつ、ウェハの反りや歪みをより高精度に計測・補正することを可能にしました。
さらにダウンタイムの低減などにより、総合的な生産性を改善。ニコンの半導体露光装置の中で最高水準の生産性を実現しました。

https://semi.nikon.com/

重ね合わせ精度とスループットを高レベルで両立した 
クリティカルレイヤー向けArF液浸スキャナー

ArF液浸スキャナーNSR-S636E

Performance

解像度 ≦ 38 nm
NA 1.35
露光光源 ArF excimer laser (193 nm wavelength)
縮小倍率 1:4
最大露光範囲 26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度 ≦ 2.1 nm (MMO*1)
スループット  ≧ 280 wafers/hour (96 shots)

*1  �Mix and Match Overlay：同一機種間の重ね合わせ精度（例 NSR-S636E#1 to S636E#2）

高機能アライメントステーション「inline Alignment Station（iAS）」の特長
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アライメントステーションとは、露光装置のスループットを
落とすことなく高速・高精度にウェハを計測し、グリッド 
エラーの補正を可能にするシステムです。これをイン 
ラインで露光装置内に組み込んだものがiASになります。
iASにより、スループットを低下させることなく、全ショットで
の多点アライメントが可能になり、飛躍的な精度向上を
実現しました。
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